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Beschreibung
HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Prioritat
gemal 35 USC § 119 aus der am 14. Februar 2007
beim Koreanischen Amt flr geistiges Eigentum ein-
gereichten Koreanischen Patentanmeldung Nr.
2007-15390, deren Offenbarung hierin in ihrer Ge-
samtheit durch Bezugnahme aufgenommen ist.

1. Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf Halbleitertransistorvorrichtungen und ein
Verfahren zum Herstellen der Halbleitertransistorvor-
richtungen und insbesondere auf eine Silizi-
um-auf-Isolator-(engl: silicon an insulator; SOIl)Tran-
sistorvorrichtung eines lateralen Bipolarubergangs
mit isoliertem Gate (engl.: lateral insulated gate bipo-
lar transition; LIGBT) mit einer mehrfach dotierten
Driftregion und ein Verfahren zum Herstellen dersel-
ben.

2. Hintergrund der Erfindung

[0003] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht einer her-
kémmlichen Halbleitertransistorvorrichtung 10. Be-
zug nehmend auf Fig. 1 umfasst die Halbleitertran-
sistorvorrichtung 10 eine erste N-Typ-Storstellenregi-
on 1, eine zweite N-Typ-Storstellenregion 8, eine drit-
te N-Typ-Storstellenregion 6, eine erste P-Typ-Stor-
stellenregion 5, eine zweite P-Typ-Stdrstellenregion
7, eine dritte P-Typ-Storstellenregion 9, eine Feldo-
xidstruktur 2, einen Gate-Isolator 3 und eine
Gate-Elektrode 4.

[0004] Sowohl die erste, die zweite als auch die drit-
te N-Typ-Storstellenregion 1, 8 bzw. 6 sind mit einem
jeweiligen N-Typ-Dotanden dotiert. Der jeweilige
N-Typ-Dotand kann beispielsweise Stickstoff (N),
Phosphor (P), Arsen (As), Antimon (Sb) oder Wismut
(Bi) sein. Sowohl die erste, die zweite als auch die
dritte P-Typ-Stoérstellenregion 5, 7 bzw. 9 sind zusatz-
lich mit einem jeweiligen P-Typ-Dotanden dotiert. Der
jeweilige P-Typ-Dotand kann beispielsweise Bor (B),
Aluminium (Al), Gallium (Ga) oder Indium (In) sein.

[0005] Die Feldoxidstruktur 2 ist bei einer Oberfla-
che der ersten N-Typ-Stdrstellenregion 1 gebildet.
Der Gate-Isolator 3 ist an einem freigelegten Ab-
schnitt der ersten N-Typ-Storstellenregion 1 und der
ersten P-Typ-Storstellenregion 5 gebildet. Der
Gate-Isolator 3 ist gebildet, um sich eine vorbestimm-
te Entfernung von der Feldoxidstruktur 2 zu erstre-
cken. Der Gate-Isolator 3 kann ein Siliziumoxid auf-
weisen. Die Gate-Elektrode 4 ist an dem Gate-Isola-
tor 3 und der Feldoxidstruktur 2 gebildet. Die
Gate-Elektrode 4 weist ein leitfahiges Material, wie
beispielsweise ein dotiertes Polysilizium, auf.
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[0006] Die erste P-Typ-Storstellenregion 5 ist bei ei-
nem oberen Abschnitt der ersten N-Typ-Storstellen-
region 1 gebildet. Der Gate-Isolator Giberlappt die ers-
te P-Typ-Storstellenregion 5 an der Oberflache eines
Halbleitermaterials mit der ersten P-Typ-Storstellen-
region 5. Die dritte N-Typ-Storstellenregion 6 und die
zweite P-Typ-Storstellenregion 7 berlhren einander
und sind an einer Oberflache der ersten P-Typ-Stor-
stellenregion 5 gebildet. Der Gate-Isolator 3 Uber-
lappt zusatzlich einen Abschnitt der dritten
N-Typ-Stérstellenregion 6.

[0007] Die dritte N-Typ-Storstellenregion 6 und die
zweite P-Typ-Stdrstellenregion 7 sind hier durch die
erste P-Typ-Storstellenregion 5 umschlossen. Die
erste N-Typ-Storstellenregion 1 und die dritte
N-Typ-Storstellenregion 6 sind daher durch die erste
P-Typ-Storstellenregion 5 horizontal getrennt.

[0008] Die zweite N-Typ-Storstellenregion 8 ist hin
zu einem oberen Abschnitt der ersten N-Typ-Storstel-
lenregion 1 gebildet, um sich von der Feldoxidstruktur
2 in einer Richtung, die der der dritten N-Typ-Storstel-
lenregion 6 entgegengesetzt ist, zu erstrecken. Die
dritte P-Typ-Storstellenregion 9 ist an einer Oberfla-
che der zweiten N-Typ-Storstellenregion 8 gebildet.
Die dritte P-Typ-Storstellenregion 9 ist insbesondere
durch die zweite N-Typ-Storstellenregion 8 um-
schlossen.

[0009] Die erste N-Typ-Storstellenregion 1 hat hier
eine erste Dotandenkonzentration, und die zweite
N-Typ-Storstellenregion 8 hat eine wesentlich hdhere
zweite Dotandenkonzentration als die erste Dotan-
denkonzentration. Die dritte N-Typ-Stdrstellenregion
6 und die zweite P-Typ-Storstellenregion 7 bilden
eine Source und die dritte P-Typ-Storstellenregion 9
bildet eine Drain fir die Halbleitertransistorvorrich-
tung 10 von Fig. 1.

[0010] Fig. 2 ist eine grafische Darstellung einer
Konzentration eines N-Typ-Dotanden unter dem
Gate-Isolator 3 und der Feldoxidstruktur 2 bei der
herkbmmlichen Halbleitertransistorvorrichtung 10.
Bezug nehmend auf Fig. 2 ist die Konzentration des
N-Typ-Dotanden unter der Feldoxidschicht 2 in der
ersten N-Typ-Storstellenregion 1 im Wesentlichen
konstant.

[0011] Wiein Fig. 3 dargestelltist, flihrten Anmelder
eine Simulation durch, die eine Region ,A" in der
Querschnittsansicht von Fig. 2 mit einer relativ gro-
Ren Menge an Léchern, die in dieser erzeugt werden,
wenn Betriebsspannungen zwischen der Source und
der Drain und zwischen der Gate-Elektrode 4 und der
Source der Halbleitertransistorvorrichtung 10 ange-
legt werden, darstellt. Die Region A mit einer grol3en
Menge an Léchern, die in dieser erzeugt werden, ist
unter der Feldoxidstruktur 2 angeordnet, und Anmel-
der realisieren, dass die Region A daraus resultiert,
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dass die Konzentration des N-Typ-Dotanden unter
der Feldoxidschicht 2 im Wesentlichen konstant ist.

[0012] Wenn Betriebsspannungen zwischen der
Source und der Drain und zwischen der Gate-Elek-
trode 4 und der Source angelegt werden, kann ein
Strom, der in einem Kanal, der unter dem Gate-Isola-
tor 3 erzeugt wird, flie3t, unter der Feldoxidstruktur 2
flieBen. Elektronen und Ldcher werden hier durch
Kollisionen zwischen solchen Elektronen und Ato-
men erzeugt. Die Ldcher, die durch solche Kollisio-
nen erzeugt werden, bewegen sich zu der zweiten
P-Typ-Storstellenregion 7 Uber die erste P-Typ-Stor-
stellenregion 5, derart, dass die Lécher aus der zwei-
ten P-Typ-Stoérstellenregion 7 entfernt werden.

[0013] Die erste P-Typ-Storstellenregion 5 hat einen
Widerstand, und ein zusatzlicher Strom wird erzeugt,
wenn sich die relativ grof3e Menge an Léchern zu der
zweiten P-Typ-Storstellenregion 7 bewegt. Eine sol-
che Menge an Strom ist im Wesentlichen proportional
zu der Menge solcher Lécher. Der erhdhte Strom aus
einer Erzeugung der relativ groBen Menge an L6-
chern kann die Betriebskapazitat der Halbleitertran-
sistorvorrichtung 10 verschlechtern.

[0014] Die Halbleitertransistorvorrichtung 10 ist ins-
besondere als ein P-N-P-Bipolarschichttransistor, der
der ersten P-Typ-Storstellenregion 5, der ersten und
der zweiten N-Typ-Storstellenregionen 1 und 8 und
der dritten P-Typ-Storstellenregion 9 entspricht, in
Betrieb. Wenn der zuséatzliche Strom erzeugt wird,
kann jedoch ein N-P-N-Transistor, der durch die dritte
N-Typ-Storstellenregion 6, die erste P-Typ-Storstel-
lenregion 5 und die erste N-Typ-Storstellenregion 1
gebildet ist, in Betrieb sein.

[0015] Der Betrieb des N-P-N-Transistors kann den
Strom des P-N-P-Transistors, der der ersten
P-Typ-Storstellenregion 5, der ersten und der zwei-
ten N-Typ-Stérstellenregionen 1 und 8 und der dritten
P-Typ-Storstellenregion 9 entspricht, schnell stei-
gern, derart, dass sich eine Durchschlagspannung
der Halbleitertransistorvorrichtung 10 verringert.
Wenn ein relativ grofRer zusatzlicher Strom erzeugt
wird, wird daher die Betriebskapazitat der Halbleiter-
transistorvorrichtung 10 verschlechtert.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0016] Eine Driftregion mit mehreren dotierten Ab-
schnitten wird demgemaR unter einer isolierenden
Struktur zum Minimieren einer Lochbildung in einer
Halbleitertransistorvorrichtung gebildet.

[0017] Exemplarische Ausflihrungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung schaffen die im Vorherge-
henden erwahnte Halbleitertransistorvorrichtung.

[0018] Exemplarische Ausflihrungsbeispiele der
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vorliegenden Erfindung schaffen ein Verfahren zum
Herstellen der im Vorhergehenden erwahnten Halb-
leitervorrichtung.

[0019] GemalR einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung umfasst eine Halbleitertransistorvorrichtung
eine Driftregion, eine isolierende Struktur, einen
Gate-Isolator, eine Gate-Elektrode, eine Source und
eine Drain. Die Driftregion umfasst einen ersten late-
ralen Abschnitt mit einer ersten Dotandenkonzentra-
tion und einen zweiten lateralen Abschnitt mit einer
zweiten Dotandenkonzentration, die hdéher als die
des ersten lateralen Abschnitts ist. Die isolierende
Struktur ist an der Driftregion gebildet und ist tber ei-
ner Grenze zwischen dem ersten und dem zweiten
lateralen Abschnitt angeordnet. Der Gate-Isolator ist
an einem freigelegten Abschnitt des ersten lateralen
Abschnitts gebildet. Die Gate-Elektrode ist an dem
Gate-Isolator und einem Abschnitt der isolierenden
Struktur gebildet. Die Source ist hin zu dem ersten la-
teralen Abschnitt der Driftregion angeordnet, und die
Drain ist hin zu dem zweiten lateralen Abschnitt der
Driftregion angeordnet. Die Driftregion umfasst ferner
einen zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitt, der in dem
zweiten lateralen Abschnitt hin zu der Drain gebildet
ist.

[0020] Bei einem exemplarischen Ausflihrungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ist die isolierende
Struktur eine Feldoxidstruktur, die um die Grenze
zwischen dem ersten und dem zweiten lateralen Ab-
schnitt zentriert ist.

[0021] Bei einem weiteren Ausfihrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung ist die zweite Dotandenkon-
zentration mindestens zweimal gréRer als die erste
Dotandenkonzentration. Die erste und die zweite
Dotandenkonzentration sind beispielsweise jeweils
fur einen jeweiligen N-Typ-Dotanden.

[0022] Bei einem anderen Ausfiihrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung umfasst die Halbleitertransis-
torvorrichtung ferner eine P-Typ-Siliziumschicht, die
unter dem ersten lateralen Abschnittangeordnet ist,
und umfasst eine erste dotierte P-Typ-Region, die zu
einer Source-Seite des ersten lateralen Abschnitts
angeordnet ist.

[0023] Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung umfasst die Halbleitertransis-
torvorrichtung ferner eine zweite dotierte P-Typ-Regi-
on, eine dotierte N-Typ-Source-Region und eine drit-
te dotierte P-Typ-Region. Die zweite dotierte
P-Typ-Region ist GUber der ersten dotierten P-Typ-Re-
gion angeordnet und ist zu der Source-Seite des ers-
ten lateralen Abschnitts angeordnet. Die dotierte
N-Typ-Source-Region ist in der zweiten dotierten
P-Typ-Region zu der Source-Seite der Gate-Elektro-
de gebildet. Die dritte dotierte P-Typ-Region ist in der
zweiten dotierten P-Typ-Region und zu der Seite der
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dotierten N-Typ-Source-Region gebildet. Die dotierte
N-Typ-Source-Region und die dritte dotierte
P-Typ-Region bilden eine Source der Halbleitertran-
sistorvorrichtung.

[0024] Bei einem anderen Ausfuhrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung erstrecken sich der Gate-lso-
lator und die Gate-Elektrode, um Uber der zweiten
dotierten P-Typ-Region und einem Abschnitt der do-
tierten N-Typ-Source-Region angeordnet zu sein.
Der Gate-Isolator und die Gate-Elektrode erstrecken
sich alternativ, um Uber einem Abschnitt der zweiten
dotierten P-Typ-Region angeordnet zu sein.

[0025] Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung umfasst die Halbleitertransis-
torvorrichtung ferner eine erste dotierte N-Typ-Regi-
on, die unter dem zweiten lateralen Abschnitt der
Driftregion angeordnet ist. Eine jeweilige Dotanden-
konzentration der ersten dotierten N-Typ-Region ist
kleiner als die zweite Dotandenkonzentration des
zweiten lateralen Abschnitts.

[0026] Die Halbleitertransistorvorrichtung umfasst
zusatzlich ferner eine dotierte P-Typ-Drain-Region,
die in dem zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitt gebildet
ist. Die dotierte P-Typ-Drain-Region bildet die Drain
der Halbleitertransistorvorrichtung. Der zuséatzliche
N-Typ-Driftabschnitt hat eine jeweilige N-Typ-Dotan-
denkonzentration, die gréRer als die zweite Dotan-
denkonzentration des zweiten lateralen Abschnitts
ist. Die jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration des
zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitts erhéht sich bei-
spielsweise von benachbart des zweiten lateralen
Abschnitts  zu benachbart der  dotierten
P-Typ-Drain-Region.

[0027] Bei einem anderen Ausflihrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung umfasst die Halbleitertransis-
torvorrichtung ferner eine isolierende Schicht, die un-
ter der P-Typ-Siliziumschicht angeordnet ist, derart,
dass die Halbleitertransistorvorrichtung eine SOI(Sili-
zium-auf-Isolator)Vorrichtung ist. Die isolierende
Schicht ist ferner auf einem Halbleitersubstrat ange-
ordnet. Die Halbleitertransistorvorrichtung ist daher
eine Silizium-auf-Isolator-(SOIl)Vorrichtung eines la-
teralen Bipolaribergangs mit isoliertem Gate (LIG-
BT) bei einem Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0028] Gemal einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner Halbleitertransistorvorrichtung geschaffen. Bei
dem Verfahren zum Herstellen einer Halbleitervor-
richtung wird eine Driftregion in einem Substrat gebil-
det. Die Driftregion umfasst einen ersten lateralen
Abschnitt mit einer ersten Dotandenkonzentration
und einen zweiten lateralen Abschnitt mit einer zwei-
ten Dotandenkonzentration, die hoher als die des
ersten lateralen Abschnitts ist. Eine isolierende

2008.08.21

Struktur wird an der Driftregion gebildet. Die isolie-
rende Struktur wird Uber einer Grenze zwischen dem
ersten und dem zweiten lateralen Abschnitt angeord-
net. Ein zusatzlicher Driftabschnitt der Driftregion
wird gebildet. Der zuséatzliche Driftabschnitt hat eine
dritte Dotandenkonzentration, die hdher als die des
zweiten lateralen Abschnitts ist. Der zusatzliche Drift-
abschnitt ist durch den zweiten lateralen Abschnitt
von dem ersten lateralen Abschnitt lateral getrennt.
Ein Gate-Isolator wird an einem freigelegten Ab-
schnitt des ersten lateralen Abschnitts gebildet. Eine
Gate-Elektrode wird an dem Gate-Isolator und einem
Abschnitt der isolierenden Struktur gebildet. Eine
Source wird gebildet, um hin zu dem ersten lateralen
Abschnitt der Driftregion angeordnet zu werden. Eine
Drain wird gebildet, um hin zu dem zweiten lateralen
Abschnitt der Driftregion angeordnet zu werden, wo-
bei die Drain in dem zusatzlichen Driftabschnitt ange-
ordnet wird.

[0029] GemalR noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Herstellen
einer Halbleitertransistorvorrichtung geschaffen. Bei
dem Verfahren zum Herstellen einer Halbleitervor-
richtung wird eine erste dotierte N-Typ-Region bei ei-
ner Siliziumschicht gebildet, derart, dass sich die ers-
te dotierte N-Typ-Region von einer Oberflache der Si-
liziumschicht in eine vorbestimmte Tiefe erstreckt.
Die erste dotierte N-Typ-Region hat eine erste
N-Typ-Dotandenkonzentration. Eine erste dotierte
P-Typ-Region wird innerhalb der Siliziumschicht ge-
bildet. Die erste dotierte P-Typ-Region ist von der
ersten dotierten N-Typ-Region lateral getrennt. Ein
N-Typ-Dotand wird in die gesamte Oberflache der Si-
liziumschicht dotiert, um eine Driftregion zu bilden,
die einen ersten lateralen Abschnitt mit einer zweiten
N-Typ-Dotandenkonzentration und einen zweiten la-
teralen Abschnitt mit einer dritten N-Typ-Dotanden-
konzentration, die hoher als die des ersten lateralen
Abschnitts ist, umfasst. Der erste laterale Abschnitt
wird bei einem Abschnitt der Siliziumschicht, bei dem
die erste dotierte P-Typ-Region nicht gebildet wird,
gebildet, derart, dass der erste laterale Abschnitt mit
der ersten dotierten P-Typ-Region in Berlhrung
kommt. Die zweite laterale Region wird bei einem
oberen Abschnitt der ersten dotierten N-Typ-Region
gebildet. Eine Feldoxidstruktur wird bei einem Ab-
schnitt der Oberflache der Siliziumschicht, bei dem
der erste laterale Abschnitt und der zweite laterale
Abschnitt miteinander in Berlhrung sind, gebildet.
Ein zusatzlicher N-Typ-Driftabschnitt wird bei einem
Abschnitt des zweiten lateralen Abschnitts, der mit
der Feldoxidstruktur nicht bedeckt ist, gebildet. Der
zusatzliche N-Typ-Driftabschnitt hat eine wesentlich
grolere vierte N-Typ-Dotandenkonzentration als die
dritte N-Typ-Dotandenkonzentration. Eine
Gate-Struktur, die einen Gate-Isolator und eine
Gate-Elektrode umfasst, wird gebildet. Der Gate-Iso-
lator wird an dem ersten lateralen Abschnitt gebildet,
derart, das sich der Gate-Isolator von der Feldoxid-
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struktur auf eine vorbestimmte Lange erstreckt. Die
Gate-Elektrode wird an dem Gate-Isolator und einem
Abschnitt der Feldoxidstruktur gebildet. Eine zweite
dotierte P-Typ-Region wird bei einem Abschnitt des
ersten lateralen Abschnitts, der mit der Gate-Struktur
nicht bedeckt ist, gebildet, derart, dass die zweite do-
tierte P-Typ-Region mit der ersten dotierten
P-Typ-Region in Berihrung kommt. Eine dotierte
N-Typ-Source-Region wird bei einem Abschnitt der
freigelegten Oberflache der zweiten dotierten
P-Typ-Region, der mit der Gate-Struktur in Berih-
rung ist, gebildet. Eine dritte dotierte P-Typ-Region
und eine dotierte P-Typ-Drain-Region werden gebil-
det. Die dritte dotierte P-Typ-Region wird bei einem
Abschnitt der freigelegten Oberflache der zweiten do-
tierten P-Typ-Region, der mit der N-Typ-Source-Re-
gion in Berlhrung kommt, gebildet. Die dotierte
P-Typ-Drain-Region wird an der freigelegten Oberfla-
che des zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitts gebildet.

[0030] Auf diese Art und Weise werden mit den un-
terschiedlich dotierten ersten und zweiten lateralen
Abschnitten der Driftregion Lécher in der Driftregion
unter der isolierenden Struktur minimiert. Ein parasi-
tarer Strom aus einer Lochbildung wird daher mini-
miert, derart, dass die Betriebskapazitat der Halblei-
tertransistorvorrichtung nicht verschlechtert wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0031] Die vorhergehenden und andere Merkmale
und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden of-
fensichtlicher, wenn diese bei detaillierten exemplari-
schen Ausfihrungsbeispielen derselben unter Be-
zugnahme auf die beigefiigten Zeichnungen be-
schrieben werden, in denen:

[0032] Fig.1 eine Querschnittsansicht einer her-
kémmlichen Halbleitertransistorvorrichtung ist;

[0033] Fig. 2 eine grafische Darstellung einer Kon-
zentration eines N-Typ-Dotanden ist, die unter einem
Gate-Isolator und einer Feldoxidstruktur, die in der
herkdmmlichen Halbleitertransistorvorrichtung von
Fig. 1 umfasst sind, gemessen wird;

[0034] Fig. 3 die Querschnittsansicht von Fig. 1 mit
einer Region mit einer hohen Konzentration von L&-
chern, die unter der Feldoxidstruktur gebildet wird;
gemal dem Stand der Technik zeigt;

[0035] Fig. 4 eine Querschnittsansicht einer Halb-
leitertransistorvorrichtung gemal einem Ausfih-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist;

[0036] FEig.5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10
und Eig. 11 Querschnittsansichten sind, die Schritte
wahrend eines Verfahrens zum Fertigen der Halblei-
tertransistorvorrichtung von Fig.4 gemal einem
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dar-
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stellen;

[0037] Fig. 12 eine grafische Darstellung einer Kon-
zentration von N-Typ-Dotanden, die unter einem
Gate-Isolator und einer isolierenden Struktur in der
Halbleitertransistorvorrichtung in Fig. 4 oder Fig. 11
gemessen wird, gemal einem Ausfihrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist;

[0038] Fig. 13 eine Querschnittsansicht der Halblei-
tertransistorvorrichtung in Fig. 4 oder Fig. 11 mit ei-
ner Region mit einer reduzierten Konzentration von
Léchern, die unter der isolierenden Struktur gebildet
wird, gemaf einem Ausflhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zeigt; und

[0039] Fig. 14 eine Querschnittsansicht einer Halb-
leitertransistorvorrichtung geman einem alternativen
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist.

[0040] Die Figuren, auf die hierin Bezug genommen
ist, sind fur eine Klarheit einer Darstellung gezeichnet
und sind nicht notwendigerweise malstabsgetreu
gezeichnet. Elemente mit der gleichen Bezugszahl in
Fig. 1, Fiqg. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7,
Fig. 8, Fig. 9, Fiq. 10, Fiqg. 11, Fig. 12, Fig. 13 und
Fig. 14 beziehen sich auf Elemente mit einer ahnli-
chen Struktur und/oder Funktion.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0041] Die vorliegende Erfindung ist nun im Folgen-
den unter Bezugnahme auf die beigefligten Zeich-
nungen, in denen exemplarische Ausflihrungsbei-
spiele der Erfindung dargestellt sind, ausfihrlicher
beschrieben. Die Erfindung kann jedoch in unter-
schiedlichen Formen ausgefiihrt sein und sollte nicht
als auf die hierin dargelegten Ausfuhrungsbeispiele
begrenzt aufgefasst werden. Diese Ausflihrungsbei-
spiele sind vielmehr vorgesehen, so dass diese Of-
fenbarung grindlich und vollstandig ist und Fachleu-
ten den Schutzbereich der Erfindung ausfihrlich ver-
mitteln wird.

[0042] Es versteht sich von selbst, dass, wenn auf
ein Element oder eine Schicht als "auf", ,verbunden
mit" und/oder ,gekoppelt mit" einem anderen Ele-
ment oder einer anderen Schicht Bezug genommen
wird, das Element oder die Schicht direkt auf dem an-
deren Element oder der anderen Schicht, mit diesem
oder dieser direkt verbunden und/oder direkt gekop-
pelt sein kann oder dazwischen liegende Elemente
oder Schichten anwesend sein kdnnen. Im Gegen-
satz dazu sind, wenn auf ein Element als ,direkt auf",
,direkt verbunden mit" und/oder ,direkt gekoppelt mit"
einem anderen Element oder einer anderen Schicht
Bezug genommen wird, keine dazwischen liegenden
Elemente oder Schichten anwesend.
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[0043] Es versteht sich ferner von selbst, dass, ob-
wohl die Termini ,erste(r,s)", ,zweite(r,s)" etc. hierin
verwendet sein kénnen, um verschiedene Elemente,
Komponenten, Regionen, Schichten und/oder Ab-
schnitte zu beschreiben, diese Elemente, Kompo-
nenten, Regionen, Schichten und/oder Abschnitte
nicht durch diese Termini begrenzt sein sollten. Diese
Termini sind vielmehr lediglich fir eine ZweckmaRig-
keit verwendet, um ein Element, eine Komponente,
eine Region, eine Schicht und/oder einen Abschnitt
von einem anderen Element, einer anderen Kompo-
nente, einer anderen Region, einer anderen Schicht
und/oder einem anderen Abschnitt zu unterscheiden.
Ein erstes Element, eine erste Komponente, eine ers-
te Region, eine erste Schicht und/oder ein erster Ab-
schnitt kdnnten beispielsweise als ein zweites Ele-
ment, eine zweite Komponente, eine zweite Region,
eine zweite Schicht und/oder ein zweiter Abschnitt
bezeichnet sein, ohne von den Lehren der vorliegen-
den Erfindung abzuweichen.

[0044] R&umlich relative Termini, wie ,unterhalb",
Lunter", juntere(r,s)", ,uber", ,obere(r,s)" und derglei-
chen kénnen verwendet sein, um eine Beziehung ei-
nes Elements und/oder eines Merkmals zu (einem)
anderen Element(en) und/oder Merkmal(en), wie bei-
spielsweise in den Figuren dargestellt ist, zu be-
schreiben. Es versteht sich von selbst, dass die
raumlich relativen Termini unterschiedliche Orientie-
rungen der Vorrichtung bei einer Verwendung
und/oder einem Betrieb zusatzlich zu der in den Figu-
ren veranschaulichten Orientierung beinhalten sol-
len. Wenn die Vorrichtung in den Figuren gekippt ist,
wurden beispielsweise als unter und/oder unterhalb
anderer Elemente oder Merkmale beschriebene Ele-
mente dann Gber den anderen Elementen oder Merk-
malen orientiert sein. Die Vorrichtung kann anders
orientiert (um 90 Grad gedreht oder bei anderen Ori-
entierungen) und die hierin verwendeten raumlich re-
lativen Schlisselworter demgemal interpretiert wer-
den.

[0045] Die hierin verwendete Terminologie dient le-
diglich dem Zweck eines Beschreibens besonderer
Ausfuhrungsbeispiele und soll die Erfindung nicht be-
grenzen. Wie hierin verwendet, sollen die Singular-
termini ,einer", ,eine", ,eines" und ,der", ,die", ,das"
die Pluralformen ebenfalls umfassen, es sein denn,
dass es der Kontext klar anders angibt. Es versteht
sich ferner von selbst, dass die Termini ,umfasst" und
L,umfassend" die Anwesenheit erwdhnter Merkmale,
ganzer Zahlen, Schritte, Operationen, Elemente
und/oder Komponenten spezifizieren, die Anwesen-
heit und/oder die Hinzufigung eines (einer) oder
mehrerer anderer Merkmale, ganzer Zahlen, Schrit-
te, Operationen, Elemente, Komponenten und/oder
Gruppen derselben jedoch nicht ausschlief3en.

[0046] Wie hierin verwendet, sind die Ausdriicke
»-mindestens eine(r,s)", ,eine(r,s) oder mehrere" und
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»und/oder" offene Ausdriicke, die sowohl verbindend
als auch trennend hinsichtlich der Wirkung sind. Je-
der der Ausdrlicke ,mindestens eine(r,s) von A, B und
C", ,mindestens eine(r,s) von A, B oder C", ,eine(r,s)
oder mehrere von A, B und C", ,eine(r,s) oder mehre-
re von A, B oder C" und ,A, B und/oder C" umfasst
beispielsweise folgende Bedeutungen: A allein; B al-
lein; C allein; sowohl A als auch B zusammen; sowohl
A als auch C zusammen; sowohl B als auch C zu-
sammen; und A, B und C alle drei zusammen. Diese
Ausdriicke sind ferner offen, es sei denn, dass durch
ihre Kombination mit dem Terminus ,bestehend aus"
ausdricklich das Gegenteil festgelegt ist. Der Aus-
druck ,mindestens eine(r,s) von A, B und C" kann bei-
spielsweise ferner ein viertes Glied umfassen, wah-
rend der Ausdruck ,mindestens eine(r,s), der/die/das
aus der Gruppe, die aus A, B und C besteht, ausge-
wahlt wird" dies nicht tut.

[0047] Wie hierin verwendet, ist der Ausdruck ,oder"
kein ,exklusives oder", es sei denn, dass er in Verbin-
dung mit der Phrase ,entweder" verwendet ist. Der
Ausdruck ,A, B oder C" umfasst beispielsweise A al-
lein; B allein; C allein; sowohl A als auch B zusam-
men; sowohl A als auch C zusammen; sowohl B als
auch C zusammen; und A, B und C alle drei zusam-
men, wahrend der Ausdruck ,entweder A, B oder C"
eines von A allein, B allein und C allein bedeutet und
nicht etwas von sowohl A als auch B zusammen; so-
wohl A als auch C zusammen, sowohl B als auch C
zusammen; und A, B und C alle drei zusammen be-
deutet.

[0048] Es seidenn, dass es anders definiert ist, kon-
nen alle hierin verwendeten Termini (einschlief3lich
technischer und wissenschaftlicher Termini) die glei-
che Bedeutung, wie jene, die durch einen Fachmann
gewohnlich verstanden wird, haben. Es versteht sich
ferner von selbst, dass Termini, wie jene, die in ge-
wohnlich verwendeten Worterbiichern definiert sind,
als eine Bedeutung, die mit ihrer Bedeutung in dem
Kontext dieser Beschreibung und der relevanten
Technik konsistent ist, habend interpretiert werden
sollten und nicht in einem idealisierten und/oder allzu
formellen Sinn interpretiert werden, es sei denn, dass
es hierin ausdrucklich so definiert ist.

[0049] Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung kénnen unter Bezugnahme auf Querschnitts-
darstellungen, die schematische Darstellungen idea-
lisierter Ausfuihrungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung sind, beschrieben sein. Als solche sind Ab-
wandlungen von den Formen der Darstellungen als
ein Resultat beispielsweise von Herstellungsverfah-
ren und/oder -toleranzen zu erwarten. Ausfuhrungs-
beispiele der vorliegenden Erfindung sollten daher
nicht als auf die besonderen Formen von hierin dar-
gestellten Regionen begrenzt aufgefasst werden,
sondern sollen Abweichungen in Formen, die aus z.
B. einem Herstellen resultieren, einschlieRen. Eine
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Region, die als ein Rechteck dargestellt ist, kann bei-
spielsweise abgerundete oder gebogene Merkmale
haben. Die in den Figuren dargestellten Regionen
sind daher in ihrem Wesen schematisch und sollen
den Schutzbereich der vorliegenden Erfindung nicht
begrenzen. Gleiche Bezugsziffern beziehen sich
Uberall auf gleiche Elemente.

[0050] Fig.4 ist eine Querschnittsansicht einer
Halbleitertransistorvorrichtung 100 gemal einem
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Be-
zug nehmend auf Fig. 4 umfasst die Halbleitertran-
sistorvorrichtung 100 eine Driftregion, die einen ers-
ten lateralen Abschnitt 107 und einen zweiten latera-
len Abschnitt 108, die beide mit einem N-Typ-Dotan-
den dotiert sind, aufweist.

[0051] Die Halbleitertransistorvorrichtung 100 ist an
einem Silizium-auf-Isolator-(SOI)Substrat 101 gebil-
det, das eine Siliziumschicht 101c umfasst, die
P-Typ-dotiert ist und an einer Siliziumoxidschicht
101b gebildet ist. Die Siliziumoxidschicht 101b ist an
einem Halbleitersubstrat, wie einem Siliziumsubstrat
101a, das P-Typ-dotiert ist, gebildet. Die Silizium-
schicht 101¢ grenzt an den ersten lateralen Abschnitt
107 unter dem ersten lateralen Abschnitt 107.

[0052] Die Halbleitertransistorvorrichtung 100 um-
fasst ferner ebenfalls eine erste dotierte P-Typ-Regi-
on 109, die zu einer Source-Seite 107b (d. h. hin zu
der linken Seite in Fig. 4) des ersten lateralen Ab-
schnitts 107 angeordnet ist. Eine jeweilige untere
Grenze der ersten dotierten P-Typ-Region 109 ist
hier wesentlich niedriger als eine jeweilige untere
Grenze des ersten lateralen Abschnitts 107. Eine je-
weilige obere Grenze der ersten dotierten P-Typ-Re-
gion 109 ist zusatzlich wesentlich héher als die jewei-
lige untere Grenze des ersten lateralen Abschnitts
107.

[0053] Die Halbleitertransistorvorrichtung 100 um-
fasst ferner eine zweite dotierte P-Typ-Region 114,
die Uber der ersten dotierten P-Typ-Region 109 ange-
ordnet ist und zu der Source-Seite des ersten latera-
len Abschnitts 107 angeordnet ist. Die Halbleitertran-
sistorvorrichtung 100 umfasst ferner ebenfalls eine
dotierte N-Typ-Source-Region 115, die in der zweiten
dotierten P-Typ-Region 114 gebildet ist.

[0054] Die Halbleitertransistorvorrichtung 100 um-
fasst ferner eine dritte dotierte P-Typ-Region 116, die
in der zweiten dotierten P-Typ-Region 114 und zu der
Seite der dotierten N-Typ-Source-Region 115 gebil-
det ist. Die dritte dotierte P-Typ-Region 116 berihrt
die dotierte N-Typ-Source-Region 115. Die dritte do-
tierte P-Typ-Region 116 und die dotierte N-Typ-Sour-
ce-Region 115 sind durch die zweite dotierte
P-Typ-Region 114 umschlossen.

[0055] Die dotierte N-Typ-Source-Region 115 und
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der erste laterale Abschnitt 107 sind durch die zweite
dotierte P-Typ-Region 114 lateral voneinander ge-
trennt. Die dotierte N-Typ-Source-Region 115 und die
erste dotierte P-Typ-Region 109 sind durch die zwei-
te dotierte P-Typ-Region 114 vertikal voneinander
getrennt. Die dritte dotierte P-Typ-Region 116 und die
erste dotierte P-Typ-Region 109 sind durch die zwei-
te dotierte P-Typ-Region 114 vertikal voneinander
getrennt.

[0056] Die Halbleitertransistorvorrichtung 100 um-
fasst ferner eine erste dotierte N-Typ-Region 103, die
unter dem zweiten lateralen Abschnitt 108 der Driftre-
gion angeordnet ist. Die erste dotierte N-Typ-Region
103 ist mit dem zweiten lateralen Abschnitt 108 der
Driftregion in  Bertuhrung. Ein  zusatzlicher
N-Typ-Driftabschnitt 111 ist zusatzlich gebildet, um
durch den zweiten lateralen Abschnitt 108 umschlos-
sen zu sein, und erstreckt sich von einer isolierenden
Struktur 110.

[0057] Eine dotierte P-Typ-Drain-Region 117 ist fer-
ner gebildet, um durch den zusatzlichen N-Typ-Drift-
abschnitt 111 an einer Oberflache des zusatzlichen
N-Typ-Driftabschnitts 111 umschlossen zu sein. Die
erste dotierte N-Typ-Region 103 und der zuséatzliche
N-Typ-Driftabschnitt 111 sind durch den zweiten late-
ralen Abschnitt 108 voneinander getrennt.

[0058] Die Halbleitertransistorvorrichtung 100 um-
fasst zusatzlich ferner die isolierende Struktur 110,
die an der Driftregion gebildet ist. Die isolierende
Struktur 110 ist eine Feldoxidstruktur beispielsweise
eines Siliziumoxids, die gebildet ist, um an eine Gren-
ze 107a zwischen dem ersten und dem zweiten late-
ralen Abschnitt 107 und 108 der Driftregion zu gren-
zen. Die Feldoxidstruktur 110 ist beispielsweise ge-
bildet, um um die Grenze zwischen dem ersten und
dem zweiten lateralen Abschnitt 107 und 108 zen-
triert zu sein.

[0059] Die Halbleitertransistorvorrichtung 100 um-
fasst ferner ebenfalls einen Gate-Isolator 112, der ein
Siliziumoxid aufweisen kann, das an einem freigeleg-
ten Abschnitt des ersten lateralen Abschnitts 107 ge-
bildet ist. Ein solcher freigelegter Abschnitt erstreckt
sich von der isolierenden Struktur 110 zu der Sour-
ce-Seite 107b des ersten lateralen Abschnitts 107.
Bei dem Beispiel von Fig.4 ist zusatzlich der
Gate-Isolator 112 ferner an einem Abschnitt der zwei-
ten dotierten P-Typ-Region 114 gebildet. Eine
Gate-Elektrode 113, die ein leitfahiges Material, wie
beispielsweise ein dotiertes Polysilizium, aufweist, ist
ferner an dem Gate-Isolator 112 und an einem Ab-
schnitt der isolierenden Struktur 110 gebildet.

[0060] Bei einem alternativen Ausflihrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung kénnen der Gate-Isolator
112 und die Gate-Elektrode 113 gebildet sein, um
sich weiter zu erstrecken. Bei jenem Fall wiirden der
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Gate-Isolator 112 und die Gate-Elektrode 113 gebil-
det sein,. um sich Gber einen Abschnitt der dotierten
N-Typ-Source-Region 115 (wie beispielsweise in
Fig. 14 dargestellt ist) zu erstrecken.

[0061] Mit einer solchen Struktur von Fig. 4 ist die
Halbleitertransistorvorrichtung 100 bei einem Aus-
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine Si-
lizium-auf-lsolator(SOI)Vorrichtung eines lateralen
Bipolariibergangs mit isoliertem Gate (LIGBT). Die
dotierte N-Typ-Source-Region 115 und die dritte do-
tierte P-Typ-Region 116 bilden eine Source der Halb-
leitertransistorvorrichtung 100. Die  dotierte
P-Typ-Drain-Region 117 bildet eine Drain der Halblei-
tertransistorvorrichtung 100. Die Gate-Elektrode 113
bildet ein Gate der Halbleitertransistorvorrichtung
100.

[0062] Bei einem Ausfuhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung hat der erste laterale Abschnitt 107
eine erste Dotandenkonzentration, und der zweite la-
terale Abschnitt 108 hat eine zweite Dotandenkon-
zentration, die wesentlich hoher als die erste Dotan-
denkonzentration ist. Die zweite Dotandenkonzentra-
tion des zweiten lateralen Abschnitts 108 ist bei-
spielsweise mindestens zweimal héher als die erste
Dotandenkonzentration des ersten lateralen Ab-
schnitts 107.

[0063] Die erste dotierte N-Typ-Region 103 hat zu-
satzlich eine jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentrati-
on, die ebenfalls wesentlich kleiner als die zweite
Dotandenkonzentration des zweiten lateralen Ab-
schnitts 108 ist. Die zweite Dotandenkonzentration
des zweiten lateralen Abschnitts 108 ist beispielswei-
se mindestens zweimal hoher als die jeweilige
N-Typ-Dotandenkonzentration der ersten dotierten
N-Typ-Region 103.

[0064] Der zusatzliche N-Typ-Driftabschnitt 111 hat
ferner eine jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration,
die wesentlich hoher als die zweite Dotandenkonzen-
tration des zweiten lateralen Abschnitts 108 ist. Die
jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration des zusatzli-
chen N-Typ-Driftabschnitts 111 ist beispielsweise
mindestens zweimal hoéher als die zweite Dotanden-
konzentration des zweiten lateralen Abschnitts 108.

[0065] Der jeweilige N-Typ-Dotand fir jede der Re-
gionen 103, 107, 108, 111 und 115 kann bei einem
exemplarischen Ausfihrungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung Stickstoff (N), Phosphor (P), Arsen
(As), Antimon (Sb) oder Wismut (Bi) sein. Der jewei-
lige P-Typ-Dotand fir jede der Regionen 101a, 101c,
109, 114, 116 und 117 kann bei einem Ausflihrungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung Bor (B), Alumini-
um (Al), Gallium (Ga) oder Indium (In) sein.

[0066] Die P-Typ-Regionen 109, 114, 116 und 117
sind durch Dotieren eines P-Typ-Dotanden in die Si-
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liziumschicht 101c gebildet. Die N-Typ-Regionen
103, 107, 108, 115 und 117 sind durch Dotieren eines
N-Typ-Dotanden in die Siliziumschicht 101¢ gebildet.
Der erste und der zweite laterale Abschnitt 107 und
108 erstrecken sich von der Oberflache der Silizium-
schicht 101¢ in im Wesentlichen eine gleiche Tiefe.

[0067] Der erste und der zweite laterale Abschnitt
107 und 108 und der zusatzliche N-Typ-Driftabschnitt
111 bilden eine Driftregion, bei der ein Kanal der
Halbleitertransistorvorrichtung 100 gebildet ist. Die
N-Typ-Dotandenkonzentration erhdht sich von dem
ersten lateralen Abschnitt 107 und durch den zweiten
lateralen Abschnitt 108 und durch den zusétzlichen
N-Typ-Driftabschnitt 111 zu der Grenze der dotierten
P-Typ-Drain-Region 117.

[0068] Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10
und Fig. 11 sind Querschnittsansichten, die Schritte
wahrend einer Fertigung der Halbleitertransistorvor-
richtung 100 von Fig. 4 gemal einem Ausfuhrungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung darstellen.

[0069] Bezug nehmend auf Fig. 5 umfasst ein Silizi-
um-auf-Isolator-(SOI)Substrat 101 ein Halbleitersub-
strat 101a, wie ein Siliziumsubstrat, eine isolierende
Schicht 101b, wie eine Siliziumoxidschicht, und eine
Halbleiterschicht 101c, wie eine Siliziumschicht, die
aufeinander folgend gestapelt sind. Das Siliziumsub-
strat 101a und die Siliziumschicht 101¢ kénnen hier
jeweils bereits mit einem P-Typ-Dotanden, wie einem
jeweiligen von beispielsweise Bor (B), Aluminium
(Al), Gallium (Ga) oder Indium (In), dotiert sein.

[0070] Ferner Bezug nehmend auf Fig. 5 wird ein
Abschnitt der Siliziumschicht 101¢ mit einem
N-Typ-Dotanden dotiert, um die erste dotierte
N-Typ-Region 103 mit einer jeweiligen N-Typ-Dotan-
denkonzentration zu bilden. Ein solcher N-Typ-Dot-
and kann beispielsweise Stickstoff (N), Phosphor (P),
Arsen (As), Antimon (Sb) oder Wismut (Bi) sein. Die
erste dotierte N-Typ-Region 103 erstreckt sich hier
von einer Oberflache der Siliziumschicht 103a in eine
vorbestimmte Tiefe.

[0071] Bezug nehmend auf Fig. 5 und Fig. 6 wird
ein P-Typ-Dotand unter Verwendung einer relativ ho-
hen Implantation zu einem anderen Abschnitt der Si-
liziumschicht 101¢ implantiert, um eine vorlaufige
erste dotierte P-Typ-Region 104 unter der Oberflache
der Siliziumschicht 101¢ zu bilden. Die vorlaufige ers-
te dotierte P-Typ-Region 104 ist hier von der ersten
dotierten N-Typ-Region 103 lateral getrennt.

[0072] Bezug nehmend auf Fig. 6 und Fig. 7 wird
ein N-Typ-Dotand in die Oberflache der Silizium-
schicht 101c implantiert. Ein vorlaufiger erster latera-
ler Abschnitt 105 wird daher bei einem Oberflachen-
abschnitt der Siliziumschicht 101¢, bei dem die erste
dotierte N-Typ-Region 103 nicht gebildet wird, gebil-
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det. Ein vorlaufiger zweiter lateraler Abschnitt 106
wird zusatzlich bei einem Oberflachenabschnitt der
Siliziumschicht 101c, bei dem die erste dotierte
N-Typ-Region 103 gebildet wurde, gebildet.

[0073] Bezug nehmend auf Fig. 7 und Fig. 8 wird
ein thermisches Erwarmungsverfahren fur das Silizi-
umsubstrat 101¢ durchgefiihrt. Der vorlaufige erste
und der vorlaufige zweite laterale Abschnitt 105 und
106 werden daher durch eine thermische Diffusion
der N-Typ-Dotanden in jeweils den ersten und den
zweiten lateralen Abschnitt 107 und 108 der Driftregi-
on transformiert.

[0074] Da der vorlaufige erste und der vorlaufige
zweite laterale Abschnitt 105 und 106 mit einem glei-
chen Implantationsverfahren und einem gleichen
thermischen Erwarmungsverfahren gebildet werden,
haben der erste und der zweite laterale Abschnitt 107
und 108 eine im Wesentlichen gleiche Tiefe von der
Oberflache der Siliziumschicht 101¢c. Aufgrund der
thermischen Diffusion haben zusatzlich der erste und
der zweite laterale Abschnitt 107 und 108 eine nied-
rigere Tiefe von der Oberflache der Siliziumschicht
101c¢ als der vorlaufige erste und der vorlaufige zwei-
te laterale Abschnitt 105 und 106.

[0075] Ferner Bezug nehmend auf Fig. 7 und Fig. 8
wird die vorlaufige erste dotierte P-Typ-Region 104
durch die thermische Diffusion zu der ersten dotierten
P-Typ-Region 109 transformiert. Das Volumen der
ersten dotierten P-Typ-Region 109 wird daher von
der vorlaufigen ersten dotierten P-Typ-Region 104
wesentlich ausgedehnt. Bei dem Ausfiuhrungsbei-
spiel von Fig. 8 berlihren einander der erste laterale
Abschnitt 107 und die erste dotierte P-Typ-Region
109.

[0076] Der erste laterale Abschnitt 107 hat die erste
Dotandenkonzentration, und der zweite laterale Ab-
schnitt 108 hat die zweite Dotandenkonzentration.
Bei einem exemplarischen Ausfiihrungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung ist die zweite Dotandenkon-
zentration des zweiten lateralen Abschnitts 108 we-
sentlich héher (wie mindestens doppelt so viel) als
die erste Dotandenkonzentration des ersten lateralen
Abschnitts 107, da der zweite laterale Abschnitt 108
aus einer Implantation eines zusatzlichen N-Typ-Dot-
anden in eine bereits dotierte N-Typ-Region 103 ge-
bildet wird. Die zweite Dotandenkonzentration des
zweiten lateralen Abschnitts 108 ist ferner wesentlich
héher (wie mindestens doppelt so viel) als die jewei-
lige N-Typ-Dotandenkonzentration der ersten dotier-
ten N-Typ-Region 103.

[0077] Ferner Bezug nehmend auf Eig. 8 wird die
isolierende Struktur 110, wie eine Feldoxidstruktur,
bei einem Abschnitt der Oberflache der Silizium-
schicht 101c, bei dem der erste und der zweite late-
rale Abschnitt 107 und 108 aneinander grenzen, ge-
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bildet. Die Feldoxidstruktur 110 wird beispielsweise
um die Grenze zwischen dem ersten und dem zwei-
ten lateralen Abschnitt 107 und 108 zentriert. Die
Feldoxidstruktur 110 wird bei einem exemplarischen
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
durch ein thermisches Oxidationsverfahren gebildet.

[0078] Ferner Bezug nehmend auf Fig.8 wird,
nachdem die Feldoxidstruktur 110 gebildet ist, ein
N-Typ-Dotand in einen freigelegten Abschnitt des
zweiten lateralen Abschnitts 108 zum Bilden des zu-
satzlichen N-Typ-Driftabschnitts 111 weiter implan-
tiert. Der zusatzliche N-Typ-Driftabschnitt 111 hat da-
her eine jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration, die
wesentlich héher (wie mindestens doppelt so viel) als
die zweite Dotandenkonzentration des zweiten late-
ralen Abschnitts 108 ist.

[0079] Der zusatzliche N-Typ-Driftabschnitt 111 wird
bei einem oberen Abschnitt des zweiten lateralen Ab-
schnitts 108 gebildet und ist durch den zweiten late-
ralen Abschnitt 108 umschlossen. Der zusatzliche
N-Typ-Driftabschnitt 111 ist ferner durch den zweiten
lateralen Abschnitt 108 von dem ersten lateralen Ab-
schnitt 107 lateral getrennt.

[0080] Der erste und der zweite laterale Abschnitt
107 und 108 und der zusatzliche N-Typ-Driftabschnitt
111 bilden hier die Driftregion, bei der ein Kanal fur
die Halbleitertransistorvorrichtung 100 gebildet wird.
Die jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration erhoht
sich zusatzlich um mindestens zwei bei jedem Uber-
gang von dem ersten lateralen Abschnitt 107 zu dem
zweiten lateralen Abschnitt 108 und von dem zweiten
lateralen Abschnitt 108 zu dem zusatzlichen
N-Typ-Driftabschnitt 111.

[0081] Bezug nehmend auf Fig. 8 und Fig. 9 wird
eine (nicht gezeigte) isolierende Gate-Schicht an frei-
gelegten Abschnitten des ersten lateralen Abschnitts
107 und des zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitts 111
gebildet. Die isolierende Gate-Schicht wird beispiels-
weise durch ein thermisches Oxidationsverfahren ge-
bildet. Eine Gate-Elektroden-Schicht wird dann an
der isolierenden Gate-Schicht und der isolierenden
Struktur 110 zudeckend abgelagert. Die Gate-Elek-
trode weist bei einem Ausflhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung ein leitfahiges Material, wie ein do-
tiertes Polysilizium, auf.

[0082] Die Gate-Elektroden-Schicht und die isolie-
rende Gate-Schicht werden danach strukturiert, um
den Gate-Isolator 112 und die Gate-Elektrode 113,
wie in Fig. 9 dargestellt ist, zu bilden. Bezug neh-
mend auf Fig. 9 erstreckt sich der Gate-Isolator 112
von der isolierenden Struktur 110 zu einer vorbe-
stimmten Entfernung an dem ersten lateralen Ab-
schnitt 107. Die Gate-Elektrode 113 wird auf dem
Gate-lsolator 112 und einem Abschnitt der isolieren-
den Struktur 110 angeordnet.
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[0083] Bezug nehmend auf Fig. 9 und Fig. 10 wird
ein P-Typ-Dotand in den freigelegten Abschnitt des
zweiten lateralen Abschnitts 107 implantiert, um die
zweite dotierte P-Typ-Region 114 zu bilden. Die zwei-
te dotierte P-Typ-Region 114 wird folgend durch ein
folgendes thermisches Erwarmungsverfahren ausge-
dehnt, um an die erste dotierte P Typ-Region 109 zu
grenzen. Die zweite dotierte P-Typ-Region 114 wird
zusatzlich bei einem solchen thermischen Erwar-
mungsverfahren ausgedehnt, um sich unter dem
Gate-Isolator 112 zu erstrecken.

[0084] Bezug nehmend auf Fig.11 wird ein
N-Typ-Dotand in einen Abschnitt der zweiten dotier-
ten P-Typ-Region 114, der zu dem Gate-Isolator 112
benachbart ist, implantiert, um die dotierte
N-Typ-Source-Region 115 zu bilden. Bei einem alter-
nativen Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung erstreckt sich, wenn ein folgendes thermisches
Erwarmungsverfahren durchgefuhrt wird, die dotierte
N-Typ-Source-Region 115 unter dem Gate-Isolator
112 (wie beispielsweise in Fig. 14 dargestellt ist). Bei
dem Ausflhrungsbeispiel von Fig. 11 sind die dotier-
te N-Typ-Source-Region 115 und der erste laterale
Abschnitt 107 durch die zweite dotierte P-Typ-Region
114 lateral voneinander getrennt.

[0085] Ferner Bezug nehmend auf Fig. 11 wird ein
P-Typ-Dotand danach in einen Abschnitt der zweiten
dotierten P-Typ-Region 114 neben der dotierten
N-Typ-Source-Region 115 implantiert, um die dritte
dotierte P-Typ-Region 116, die die dotierte
N-Typ-Source-Region 115 berihrt, zu bilden. Eine
solche Implantation des P-Typ-Dotanden in den zu-
satzlichen N-Typ-Driftabschnitt 111 bildet zusatzlich
die dotierte P-Typ-Drain-Region 117. Die Regionen
115, 116 und 117 werden an der Oberflache der Sili-
ziumschicht 101¢c gebildet.

[0086] Fig. 11 zeigt die Strukturen der Halbleiter-
transistorvorrichtung 100 von Fig. 4. Die dritte dotier-
te P-Typ-Region 116 und die dotierte N-Typ-Sour-
ce-Region 115 bilden die Source der Halbleitertran-
sistorvorrichtung 100. Die dotierte P-Typ-Drain-Regi-
on 117 bildet die Drain der Halbleitertransistorvorrich-
tung 100.

[0087] Fig. 12 ist eine grafische Darstellung einer
Konzentration eines jeweiligen N-Typ-Dotanden, die
lateral von der dotierten N-Typ-Source-Region 115
zu dem zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitt 111 in
Fig. 11 gemessen wird. Bezug nehmend auf Fig. 12
startet die jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration
der dotierten N-Typ-Source-Region 115 relativ hoch
(in Fig. 12 als FUNFTE N-TYP-STORSTELLENRE-
GION bezeichnet). Die jeweilige N-Typ-Dotanden-
konzentration in der zweiten dotierten P-Typ-Region
114 falt dann ab (in Eig.12 als ZWEITE
P-TYP-STORSTELLENREGION bezeichnet).
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[0088] Ferner Bezug nehmend auf Fig. 12 wird die
jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration in dem ers-
ten lateralen Abschnitt 107 unter dem Gate-Isolator
112 und unter einem linken Abschnitt der Feldoxid-
struktur 110 auf die erste Dotandenkonzentration er-
hoht (in Fig. 12 als ZWEITE N-TYP-STORSTELLEN-
REGION bezeichnet). Die jeweilige N-Typ-Dotanden-
konzentration in dem zweiten lateralen Abschnitt 108
unter einem rechten Abschnitt der Feldoxidstruktur
110 wird zusatzlich auf die zweite Dotandenkonzent-
ration, die mindestens zweimal grof3er als die erste
Dotandenkonzentration des ersten lateralen Ab-
schnitts 107 ist, weiter erhoht (in Fig. 12 als DRITTE
N-TYP-STORSTELLENREGION bezeichnet).

[0089] Die jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration
in dem zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitt 111 unter
einem weiteren rechten Abschnitt der Feldoxidstruk-
tur 110 wird ferner auf mindestens zweimal groer als
die zweite Dotandenkonzentration des zweiten late-
ralen Abschnitts 107 weiter erhdht (in Fig. 12 als
VIERTE N-TYP-STORSTELLENREGION bezeich-
net). Bei einem Ausfuhrungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung erhoéht sich die jeweilige N-Typ-Dotan-
denkonzentration durch den zusatzlichen
N-Typ-Driftabschnitt 111 von benachbart des zweiten
lateralen Abschnitts 108 zu benachbart der dotierten
P-Typ-Drain-Region 117.

[0090] Mit einer solchen Erhdhung der jeweiligen
N-Typ-Dotandenkonzentrationen lateral durch die
Regionen 107, 108 und 111 wird die Menge an L6-
chern, die bei einer mit ,B" bezeichneten Region in
Fig. 13, die unter der Feldoxidstruktur 110 in dem
zweiten lateralen Abschnitt 108 angeordnet ist, er-
zeugt werden, von der mit ,A" bezeichneten Region
in Fig. 3 des Stands der Technik verringert, wenn Be-
triebsspannungen zwischen der Source und der
Drain und zwischen der Gate-Elektrode 113 und der
Source der Halbleitertransistorvorrichtung 100 ange-
legt werden. Eine solche Verringerung von Ldchern
bei der Region ,B" in Eig. 13 wird durch eine Simula-
tion der Halbleitertransistorvorrichtung 100, wobei
Betriebsspannungen zwischen der Source und der
Drain und zwischen der Gate-Elektrode 113 und der
Source der Halbleitertransistorvorrichtung 100 ange-
legt werden, verifiziert.

[0091] Ein parasitarer Strom, der erzeugt wird,
wenn sich Lécher zu der dritten dotierten P-Typ-Re-
gion 116 bewegen und dann aus der dritten dotierten
P-Typ-Region 116 entfernt werden, kann daher vor-
teilhaft verringert werden. Eine Durchschlagspan-
nung der Halbleitertransistorvorrichtung 100 kann
folglich fur eine hdhere Betriebskapazitat der Halblei-
tertransistorvorrichtung 100 erhdht werden.

[0092] Das Vorhergehende erlautert die vorliegende
Erfindung und ist nicht als dieselbe begrenzend auf-
zufassen. Obwohl einige Ausflihrungsbeispiele die-
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ser Erfindung beschrieben wurden, werden Fachleu-
te ohne weiteres erkennen, dass viele Modifikationen
bei den Ausflhrungsbeispielen moglich sind, ohne
von den neuartigen Lehren und Vorteilen dieser Erfin-
dung materiell abzuweichen.

[0093] Alle solche Modifikationen sollen demgemaf
innerhalb des Schutzbereichs dieser Erfindung, wie
er in den Anspriuchen definiert ist, umfasst sein. Es
versteht sich daher von selbst, dass das Vorherge-
hende die vorliegende Erfindung erlautert und nicht
als auf die offenbarten spezifischen Ausfuhrungsbei-
spiele begrenzt aufzufassen ist und dass Modifikatio-
nen der offenbarten Ausfiihrungsbeispiele sowie an-
dere Ausfiihrungsbeispiele innerhalb des Schutzbe-
reichs der beigefligten Anspriiche umfasst sein sol-
len. Die Erfindung ist durch die folgenden Anspriiche
definiert, wobei Aquivalente der Anspriiche darin zu
umfassen sind.
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Patentanspriiche

1. Halbleitertransistorvorrichtung (100) mit
einer Driftregion, die einen ersten lateralen Abschnitt
(107) mit einer ersten Dotandenkonzentration und ei-
nen zweiten lateralen Abschnitt (108) mit einer zwei-
ten Dotandenkonzentration, die hoher als die des
ersten lateralen Abschnitts (107) ist, umfasst;
einer isolierenden Struktur (110), die an der Driftregi-
on gebildet ist und Uber einer Grenze (107a) zwi-
schen dem ersten und dem zweiten lateralen Ab-
schnitt (107, 108) angeordnet ist;
einem Gate-Isolator (112), der an einem freigelegten
Abschnitt des ersten lateralen Abschnitts (107) gebil-
det ist;
einer Gate-Elektrode (113), die an dem Gate-Isolator
(112) und einem Abschnitt der isolierenden Struktur
(110) gebildet ist;
einer Source (115, 116), die hin zu dem ersten latera-
len Abschnitt (107) der Driftregion angeordnet ist;
einer Drain (117), die hin zu dem zweiten lateralen
Abschnitt (108) der Driftregion angeordnet ist; und
einem zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitt (111) der
Driftregion, der in dem zweiten lateralen Abschnitt
(108) hin zu der Drain (117) gebildet ist.

2. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 1, bei der die isolierende Struktur (110) eine
Feldoxidstruktur ist, die um eine Grenze (107a) zwi-
schen dem ersten und dem zweiten lateralen Ab-
schnitt (107, 108) zentriert ist.

3. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 1, bei der die zweite Dotandenkonzentration
mindestens zweimal gréRer als die erste Dotanden-
konzentration ist.

4. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 1, bei der die erste und die zweite Dotanden-
konzentration jeweils fur einen jeweiligen N-Typ-Dot-
anden sind.

5. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 4, ferner mit
einer P-Typ-Siliziumschicht (101¢), die unter dem
ersten lateralen Abschnitt (107) angeordnet ist; und
einer ersten dotierten P-Typ-Region (109), die zu ei-
ner Source-Seite des ersten lateralen Abschnitts
(107) angeordnet ist.

6. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 5, ferner mit
einer zweiten dotierten P-Typ-Region (114), die Uber
der ersten dotierten P-Typ-Region (109) angeordnet
ist und zu der Source-Seite des ersten lateralen Ab-
schnitts (107) angeordnet ist;
einer dotierten N-Typ-Source-Region (115), die in der
zweiten dotierten P-Typ-Region (114) zu der Sour-
ce-Seite der Gate-Elektrode (113) gebildet ist; und
einer dritten dotierten P-Typ-Region (116), die in der
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zweiten dotierten P-Typ-Region (114) und zu der Sei-
te der dotierten N-Typ-Source-Region (115) gebildet
ist,

wobei die dotierte N-Typ-Source-Region (115) und
die dritte dotierte P-Typ-Region (116) eine Source der
Halbleitertransistorvorrichtung (100) bilden.

7. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 6, bei der sich der Gate-Isolator (112) und die
Gate-Elektrode (113) erstrecken, um Uber der zwei-
ten dotierten P-Typ-Region (114) und einem Ab-
schnitt der dotierten N-Typ-Source-Region (115) an-
geordnet zu sein.

8. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 6, bei der sich der Gate-Isolator (112) und die
Gate-Elektrode (113) erstrecken, um tber einem Ab-
schnitt der zweiten dotierten P-Typ-Region (114) an-
geordnet zu sein.

9. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 6, ferner mit
einer ersten dotierten N-Typ-Region (103), die unter
dem zweiten lateralen Abschnitt (108) der Driftregion
angeordnet ist,
wobei eine jeweilige Dotandenkonzentration der ers-
ten dotierten N-Typ-Region (103) kleiner als die zwei-
te Dotandenkonzentration des zweiten lateralen Ab-
schnitts (108) ist.

10. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach
Anspruch 1, ferner mit
einer dotierten P-Typ-Drain-Region, die in dem zu-
satzlichen N-Typ-Driftabschnitt (111) gebildet ist,
wobei die dotierte P-Typ-Drain-Region eine Drain
(117) der Halbleitertransistorvorrichtung (100) bildet.

11. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach An-
spruch 1, bei der der zusatzliche N-Typ-Driftabschnitt
(111) eine jeweilige N-Typ-Dotandenkonzentration,
die grof3er als die zweite Dotandenkonzentration des
zweiten lateralen Abschnitts ist, hat.

12. Halbleitertransistorvorrichtung (100) nach
Anspruch 1, ferner mit
einer Siliziumschicht (101¢) mit der Driftregion, die in
derselben gebildet ist;
einer isolierenden Schicht (101b), die unter der Silizi-
umschicht (101c) angeordnet ist, derart, dass die
Halbleitertransistorvorrichtung (100) eine SOI-(Silizi-
um-auf-Isolator)Vorrichtung ist; und
einem Halbleitersubstrat (101a), das unter der isolie-
renden Schicht (101b) angeordnet ist.

13. Verfahren zum Herstellen einer Halbleiter-
transistorvorrichtung (100), mit folgenden Schritten:
Bilden einer Driftregion in einem Substrat (101a), wo-
bei die Driftregion einen ersten lateralen Abschnitt
(107) mit einer ersten Dotandenkonzentration und ei-
nen zweiten lateralen Abschnitt (108) mit einer zwei-
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ten Dotandenkonzentration, die hoher als die des
ersten lateralen Abschnitts (107) ist, umfasst;

Bilden einer isolierenden Struktur (110) an der Drift-
region, wobei die isolierende Struktur (110) Uber ei-
ner Grenze (107a) zwischen dem ersten und dem
zweiten lateralen Abschnitt (107, 108) angeordnet
wird;

Bilden eines zusatzlichen Driftabschnitts (111) der
Driftregion mit einer dritten Dotandenkonzentration,
die hoher als die des zweiten lateralen Abschnitts
(108) ist, wobei der zusatzliche Driftabschnitt (111)
durch den zweiten lateralen Abschnitt (108) von dem
ersten lateralen Abschnitt (107) lateral getrennt ist;
Bilden eines Gate-Isolators (112) an einem freigeleg-
ten Abschnitt des ersten lateralen Abschnitts (107);
Bilden einer Gate-Elektrode (113) an dem Gate-Iso-
lator (112) und einem Abschnitt der isolierenden
Struktur (110);

Bilden einer Source (115, 116), die hin zu dem ersten
lateralen Abschnitt (107) der Driftregion angeordnet
wird; und

Bilden einer Drain (117), die hin zu dem zweiten late-
ralen Abschnitt (108) der Driftregion angeordnet wird,
wobei die Drain (117) in dem zusétzlichen Driftab-
schnitt (111) angeordnet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem die
erste, die zweite und die dritte Dotandenkonzentrati-
on jeweils fur einen jeweiligen N-Typ-Dotanden sind,
die Source eine dotierte N-Typ-Source-Region (115),
die zu einer Source-Seite der Gate-Elektrode (113)
angeordnet wird, und eine dotierte P-Typ-Region
(116), die zu der Seite der dotierten N-Typ-Sour-
ce-Region (115) angeordnet wird, umfasst und die
Drain (117) eine dotierte P-Typ-Drain-Region in dem
zusatzlichen Driftabschnitt (111) umfasst.

15. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem die
Driftregion durch ein lonenimplantationsverfahren
gebildet wird und die Zahl von Malen, wenn das lo-
nenimplantationsverfahren Uber der Driftregion
durchgefihrt wird, in einer Richtung von dem ersten
lateralen Abschnitt (107) hin zu dem zweiten latera-
len Abschnitt (108) allmahlich erhdht wird.

16. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem die
Zahl von Malen, wenn ein lonenimplantationsverfah-
ren durchgefihrt wird, um einen N-Typ-Dotanden in
den ersten lateralen Abschnitt (107) zu dotieren, we-
sentlich kleiner als die Zahl von Malen ist, wenn ein
lonenimplantationsverfahren durchgefihrt wird, um
einen N-Typ-Dotanden in den zweiten lateralen Ab-
schnitt (108) zu dotieren, und die Zahl von Malen,
wenn ein lonenimplantationsverfahren durchgefihrt
wird, um einen N-Typ-Dotanden in den zweiten late-
ralen Abschnitt (108) zu dotieren, wesentlich kleiner
als die Zahl von Malen ist, wenn ein lonenimplantati-
onsverfahren  durchgefiihrt wird, um einen
N-Typ-Dotanden in den zusatzlichen Driftabschnitt
(111) der Driftregion zu dotieren.
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17. Verfahren zum Herstellen einer Halbleitervor-
richtung (100), mit folgenden Schritten:
Bilden einer ersten dotierten N-Typ-Region (103) bei
einer Siliziumschicht (101¢), derart, dass sich die ers-
te dotierte N-Typ-Region (103) von einer Oberflache
der Siliziumschicht (101¢) in eine vorbestimmte Tiefe
erstreckt, wobei die erste dotierte N-Typ-Region
(103) eine erste N-Typ-Dotandenkonzentration hat;
Bilden einer ersten dotierten P-Typ-Region (109) in-
nerhalb der Siliziumschicht (101¢c), wobei die erste
dotierte P-Typ-Region (109) von der ersten dotierten
N-Typ-Region (103) lateral getrennt ist;
Dotieren eines N-Typ-Dotanden in die gesamte
Oberflache der Siliziumschicht (101¢), um eine Drift-
region zu bilden, die einen ersten lateralen Abschnitt
(107) mit einer zweiten N-Typ-Dotandenkonzentrati-
on und einen zweiten lateralen Abschnitt (108) mit ei-
ner dritten N-Typ-Dotandenkonzentration, die hdher
als die des ersten lateralen Abschnitts (107) ist, um-
fasst, wobei der erste laterale Abschnitt (107) bei ei-
nem Abschnitt der Siliziumschicht (101¢), bei dem
die erste dotierte P-Typ-Region (109) nicht gebildet
wird, gebildet wird, derart, dass der erste laterale Ab-
schnitt (107) mit der ersten dotierten P-Typ-Region
(109) in Berihrung kommt, wobei der zweite laterale
Abschnitt (108) bei einem oberen Abschnitt der ers-
ten dotierten N-Typ-Region (103) gebildet wird;
Bilden einer Feldoxidstruktur bei einem Abschnitt der
Oberflache der Siliziumschicht (101c), bei dem der
erste laterale Abschnitt (107) und der zweite laterale
Abschnitt (108) miteinander in Berlihrung sind;
Bilden eines zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitts (111)
bei einem Abschnitt des zweiten lateralen Abschnitts
(108), der mit der Feldoxidstruktur nicht bedeckt ist,
wobei der zusatzliche N-Typ-Driftabschnitt (111) eine
wesentlich groRere vierte N-Typ-Dotandenkonzent-
ration als die dritte N-Typ-Dotandenkonzentration
hat;
Bilden einer Gate-Struktur, die einen Gate-Isolator
(112) und eine Gate-Elektrode (113) umfasst, wobei
der Gate-Isolator (112) an dem ersten lateralen Ab-
schnitt (107) gebildet wird, derart, dass sich der
Gate-Isolator (112) von der Feldoxidstruktur auf eine
vorbestimmte Lange erstreckt, wobei die Gate-Elek-
trode (113) an dem Gate-Isolator (112) und einem
Abschnitt der Feldoxidstruktur gebildet wird;
Bilden einer zweiten dotierten P-Typ-Region (114)
bei einem Abschnitt des ersten lateralen Abschnitts
(107), der mit der Gate-Struktur nicht bedeckt ist, der-
art, dass die zweite dotierte P-Typ-Region (114) mit
der ersten dotierten P-Typ-Region (109) in Berih-
rung kommt;
Bilden einer dotierten N-Typ-Source-Region (115) bei
einem Abschnitt der freigelegten Oberflache der
zweiten dotierten P-Typ-Region (114), der mit der
Gate-Struktur in Bertihrung ist; und
Bilden einer dritten dotierten P-Typ-Region (116) und
einer dotierten P-Typ-Drain-Region, wobei die dritte
dotierte P-Typ-Region (116) bei einem Abschnitt der
freigelegten Oberflache der zweiten dotierten
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P-Typ-Region (114), der mit der N-Typ-Source-Regi-
on (115) in Berihrung kommt, gebildet wird und die
dotierte P-Typ-Drain-Region an der freigelegten
Oberflache des zuséatzlichen N-Typ-Driftabschnitts
(111) gebildet wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem eine
Tiefe des ersten lateralen Abschnitts (107) im We-
sentlichen die gleiche wie die des zweiten lateralen
Abschnitts (108) ist.

19. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem die
Gate-Struktur mit der dotierten N-Typ-Source-Region
(115) und der zweiten dotierten P-Typ-Region (114)
teilweise Uberlappt wird und der erste laterale Ab-
schnitt (107) und die dotierte N-Typ-Source-Region
(115) durch die zweite dotierte P-Typ-Region (114) la-
teral voneinander getrennt werden.

20. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem die
P-Typ-Drain-Region und der zweite laterale Abschnitt
(108) durch den zusatzlichen N-Typ-Driftabschnitt
(111) lateral voneinander getrennt werden.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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